Molekiiler Geometri

Bir molekiilde; atomlar arasi olusan baglar, cevre atomlarin merkez atom etrafinda
lic boyutlu yerlesme diizeni, baglar aras1 agilar molekiiliin geometrisini (seklini-
yapisini) belirler. Molekiil geometrisi molekiiliin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerini
belirler. Molekiil geometrisini agiklamak i¢in farkli kuramlar mevcuttur. modeller

VSEPR Valens Bag Teoris1  Molekiil Orbital Teor1



Degerlik Kabugu Elektron Ciftleri Itmesi
(VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory)

Molekdil seklini (geometrisini), merkez atom uzerindeki (bag yapmis

ve baga katilmayan) elektron gruplar: lizerinden tahmin yapilabilir.
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Elektron ciftler1 (bag yapmis ve baga katilmayan) birbirlerini iterler. Bunun
sonucunda, elektronlar birbirlerinden miimkiin oldugunca uzakta yerlesirler
(itme kuvvetlerinin en az olacak yerlesme diizeni)

« Son yoriingede 2 elektron ¢ifti olmasi halinde Cizgisel (lineer)

«  Son yoriingede 3 elektron ¢ifti olmasi halinde U¢gen diizlemsel

* Son yoriingede 4 elektron ¢ifti olmasi halinde Diizgiin dort yiizlii (tetrahedral)
« Son yoriingede 5 elektron ¢ifti olmasi halinde U¢gen bipiramidal

* Son yoriingede 6 elektron ¢ifti olmasi halinde Diizgiin sekiz yiizlii (Oktahedral)

Bag yapmamis elektron ciftlerinin diger elektron ciftlerini itme giicii, bag
elektronlarinin itme gucinden daha yiiksektir.



-lektron ciftleri birbirleri arasindaki itme kuvvetlerinin en az olacagi geometride yerlesi




VSEPR teorisinin uygulanmasi

Molekiil veya 1yon i¢in Lewis yapisi ¢izilir.

Merkez atomun bag yapmamis elektron ¢ifti sayisi ile tekli bag
sayis1 belirlenir.
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Elektron ¢ift1 sayisina karsilik gelen elektron ¢ifti geometrisi
belirtilir.

molekil geometrisi bulunur.



VSEPR teorisine gore CO2 HCN CHas, NHs SO:2 PCls,
SF¢ and H20 bilesiklerinin sekillerini agiklaymiz.
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VSEPR teorisine gore CO2 HCN CHas, NHs SO:2 PCls,
SF¢ and H20 bilesiklerinin sekillerini a¢iklayimiz.
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Itme Kuvveti

Bag yapmamis e- Bag yapmamis e> Bag yapmamis e-bag e > bag e - bag e

Bag yapmams e ciftleri molekiillin yapisimin belirlenmesinde baga katilan
elektronlar kadar onemlidir.

Bag yapmamis elektronlar bag elektronlarindan daha fazla yer kaplarlar.

Merkez atom tuizerinde bag yapmamis elektron cifti mevcut ise, elektron ciftlerinin
yerlesim diizeni,oldugu tiim elektron ciftlerinin bag elektronlar1 geometrik
sekilden farkh olacaktir.

Bag acilar1 molekiilde bag yapmayan elektron ciftleri sayis1 arttik¢a azalr.



Bag yapmamig
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Bag yapmamig

Jag says1 © Sl ' molekiil geomnetrisi
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Bag vapmamis

15 sayis1 © it molekil geornetrisi
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Valens (Degerlik) Bag Teorisi
Kovalent bag, iki atomun tek elektronlu orbitallerinin uygun sekilde Ustuste

cakismasi (Ortismesi) sonucunda (elektronlarin zit spinli bir sekilde bu
orbitalleri doldurmasi ile) olusur.
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Valens Bag molekulun seklini ¢gakisan orbitallerin sekli ve yerlesme duzenine gore
aciklar.

Cogunlukla bag olusumu icin atomlarda elektron duzenlemesi ve orbitaleri seklinin
degismesi olur. Bunun sonucunda merkez atomda hibrit orbitaller meydana gelir.
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Geometri Orbital sayisi Hibritlesme

tip1

Cizgisel (lineer) 2 Sp

Uggen diizlemsel 3 sp>

Diizgun dort yuzlu 4 sp

(tetrahedral)

Uggen bipiramidal 5 sp3d

Diizgun sekiz yuzli 6 Sp3 d2

(Oktahedral)




CHa4, PCls, SFe. NHs BeF2 bilesiklerinin hibritlesme turu ve
molekul geometrilerini bulunuz.



oklu baglar: tek elektronlu orbitallerin ¢akismasi sonucu O bagi olusur, eksenlerc
eri kalan e larin paralel ortiismesi sonucu ise 1T baglarl olusur.
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Molekul Orbital Teori

Bir molekulde atom c¢ekirdeklerinin etrafinda molekul yoringeleri
bulunur. A molecular orbital describes a region of space in a molecule
where electrons are most likely to be found.

Molekul orbitaller atom yorungelerinin birlestiriimesiyle olusur.



Atomik Orbitallerin birlesmesi
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Metalik Bag

Elektron denizi modeli Band teori
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Metalik Bag

Band teori
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Band teori
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n-doped silicon p-doped silicon

Schematic of a silicon crystal lattice doped with impurities to produce n-type and p-type
serniconductor material.

= following table summarizes the properties of semiconductor types,

P-type (positive) N-type (hegative)
Dopant Group III (E.g. Boron)  |Group V (e.g. Phosphorous)
Bonds Missing Electrons (Holes) |Excess Electrons
Majority Carriers Holes Electrons
Minority Carriers Electrons Holes
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Photovoltaic Cells
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